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HfO2 组份的测定

AN 400CN

说明 HfO2 和 Hf Silicates 是 high κ 材料的选择之一。无论是理论研究，还是在
材料的选择以及工艺条件的确定上都离不开材料分析 。对介质膜的分析包
括厚度、化学成份、掺杂分布、杂质等等。

对 high κ 材料，标准的 SiO2 测量方法并不能够提供准确的有关成份和化
学配比系数的数据。XPS 分析技术具有高分辨率和与材料无关的特点，它
是分析 high κ 材料最理想的方法。但是通过简单的成份测量并不能得到正
确的 O:Hf（见表一第一列）。要得正确的配比系数和完整的化学成份，即 
C, O, Hf, Zr 等等的 at / % 必须对化学键进行测量。

XPS 可以很容易地将与 Hf 键合的Ｏ与其它Ｏ分开（见图一）。将未与 Hf 
键合的Ｏ从总数中去掉，其 O/Hf 的结果便非常接近理论值２（见表一）。 
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Figure 1. XPS Spectrum of HfO2 O Window Figure 2. XPS Spectrum of HfO2 Hf Window

Table 1

O1s C1s Hf4f Ratio
Total O 
Method

63.6at%
(total)

11.7at% 24.8at% Total O:Hf = 2.57 (~Hf2O5)

Corrected O 
Method

51.6at%       12.0at%
(HfO2)          (Other O)

11.7at% 24.8at% Corr. O:Hf = 2.09 (~HfO2)
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HfO2 组份的测定
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RSD = 0.96% Sample A

 • 信噪比设定保证误差 <0.3%
 • 最大误差来自于 O1s 曲线适配的重复性

 • 数据适用于膜厚 >9nm、纯净 HfO2

 • 精度随杂质增加而下降

 • 未经电子非弹性平均自由程／有效衰减系数修正

这种测量方法的重复性相当高（见图三）。

Figure 3. Reproducibility Hf:O Corrected


